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KARTA IN PORMAC YJNA
PRZEKAŹNIK OPTOELEKTRONICZNI CQ07BP

Budowa 1 zastosowanie-
Przekaźnik optoelektroniczny CQ07BP składa się z podczerwonej 
diody elektroluminescencyjnej i fototranzystora krzemowego 
umieszczonych naprzeciw siebie w odpowiednim korpusie. Kons
trukcja korpusu umożliwia zmianę sprzężenia DEL-fototranzyster 
poprzez zewnętrzną ruchomą nieprzezroczystą przesłonę. 
Przekaźnik znajduje zastosowanie w urządzeniach automatyki, 
sygnalizacji i układach zabezpieczeń.

Dane techniczne
Dopuszczalne wartości parametrów eksploatacyjnych 
Prąd przewodzenia diody Ip 4 130 mA
Napięcie wsteczne diody UR ^ ^ V
Temperatura złącza diody t^ 4 150 °C
Napięcie kolektor-emiter fototraazyst. UCE 4 15 V
Moo strat fototranzystora ^tot ^ 10 mW
Temperatura złącza fototranzystora t, 4 150 °C
Zakres temperatury pracy +5 * +55 C
Zakres temperatury przechowywania -40 + +70 °C



Parametry charakterystyczne
Wartości parametrów przy t 2 5°C
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1/ Przekaźniki optoelektroniczne są pro 
o różnych prądach Ip :

Gr I :^ 2,5 mA 4 Ip
Gr II: 5»5 «A 4 Ip 4 5»5 mA
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iukowane w dwóch grupach

oznaczona I 
oznaczona II
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